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ВСТУП

з

Напівпровідникові газові сенсори мають широке застосування у 

сучасному народному господарстві для контролю забруднення 

навколишнього середовища. Для ефективної роботи більшість з сенсорів 

потребує додаткового підігріву. їхня чутливість та селективність не 

повністю відповідають сучасним вимогам. Створення нових газових 

сенсорів та вдосконалення наявних є важливими задачами сучасної 

техніки.

Метою даної роботи є проведення досліджень впливу сульфідної 

обробки на газову чутливість /?-н-переходів на основі GaAs. Для виконання 

поставленої мети проводилися вимірювання вольт-амперних 

характеристик прямого та зворотного струмів у повітрі та в парах аміаку з 

різним парціальним тиском до та після сульфідної обробки поверхні. 

Аналізувалися залежності додаткових прямих та зворотних струмів, які 

з ’являються в парах аміаку, від парціального тиску парів, величини газової 

чутливості до та після сульфідної обробки.

Показано, що сульфідна обробка поверхні GaAs /?-я-переходів 

тривалістю 40с зменшує надлишкові прямі та зворотні струми, виміряні у 

повітрі. Це пояснюється зменшенням кількості генераційно- 

рекомбінаційних поверхневих станів за рахунок утворення зв’язків галій- 

сірка. Показано, що чутливість /?-н-переходів на основі GaAs до парів 

аміаку після сульфідної обробки зростає. Зростання газової чутливості 

пояснюється компенсацією поверхневих акцепторних центрів донорними 

центрами, пов’язаними з атомами сірки.



ВИСНОВКИ

1. Сульфідна обробка поверхні р-п переходів на основі GaAs зменшує 

надлишкові прямі та зворотні струми у предпробійній області.

2. Зменшення надлишкових прямих та зворотних струмів 

пояснюється зменшенням щільності генераційно-рекомбінаційних 

поверхневих станів після обробки за рахунок утворення зв’язків 

сірка-галій.

3. Сульфідна обробка поверхні збільшує чутливість р-п переходів на 

основі GaAs до парів аміаку. Причина підвищення чутливості 

- зменшення кількості акцепторних центрів;
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